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(54) Title: THERMOELECTRIC MATERIAL CONTACT

(54) Bezeichnung: KONTAKTIERUNG THERMOELEKTRISCHER MATERIALIEN

(57) Abstract: The invention relates to a temperature resistant soldering contact made of a semiconducting alloy for thermoelectric
enerators and Peltier arrangements and to methods for producing thermoelectric modules by means of a barrier layer consisting of

g
borides, nitrides, carbides, phosphides and/or silicides.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die temperaturstabile Kontaktierung von halbleitenden Legierungen zum Einsatz
in thermoelektrischen Generatoren und Peltier-Anordnungen durch Léten sowie Verfahren zur Herstellung von thermoelektrischen
Modulen unter Verwendung einer Barriereschicht aus Boriden, Nitriden, Carbiden, Phosphiden und/oder Siliciden.



